
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面を有する基板上に半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲート配線と、第１の層間絶
縁膜と、を有し、
　前記第１の層間絶縁膜上の、前記半導体層に形成されたソース領域と電気的に接続され
たソース配線と、
　前記第１の層間絶縁膜上の、前記半導体層に形成されたドレイン領域と電気的に接続さ
れたドレイン配線と、
　前記ソース配線及び前記ドレイン配線上の、第１の無機絶縁膜と第１の有機性樹脂膜か
らなる第２の層間絶縁膜と、を有し、
　前記ソース配線は前記第１の無機絶縁膜及び第１の有機性樹脂膜によって覆われており
、
　前記ドレイン配線は前記第１の無機絶縁膜によって覆われており、
　前記第１の有機性樹脂膜には前記ドレイン配線上において開口が設けられ、
　前記ソース配線上には前記第１の無機絶縁膜及び前記第１の有機性樹脂膜を介してブラ
ックマスクが設けられ、
　前記ドレイン配線上には前記第１の無機絶縁膜を介してブラックマスクが設けられ、
　前記ブラックマスク上には第２の無機絶縁膜が設けられ、
　前記第２の無機絶縁膜上には第３の層間絶縁膜が設けられ、
　前記第３の層間絶縁膜には前記ブラックマスク上において開口が設けられ、
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　前記第２の無機絶縁膜及び前記第３の層間絶縁膜上には画素電極が設けられ、
　前記画素電極、前記第２の無機絶縁膜及び前記ブラックマスクによって第１の補助容量
が形成され、
　前記ブラックマスク、前記第１の無機絶縁膜及び前記ドレイン配線によって第２の補助
容量が形成されていることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項２】
　 において、前記ブラックマスクは、バルブメタルで構成されていることを特徴
とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項３】
　 において、容量を構成する

は、窒化珪素膜、酸化珪素膜、窒化酸化珪素膜、ＤＬＣ膜、酸化アルミニウム
、酸化タンタル、酸化チタンから選ばれた膜、またはこれらの積層膜で構成されているこ
とを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項４】
　 のいずれか一において、前記ブラックマスクのエッジは、テーパ
ー形状を有していることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項５】
　 のいずれか一において、前記ブラックマスクは、有機性樹脂膜上
に形成されていることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項６】
　 のいずれか一に記載のアクティブマトリクス型表示装置を有する
ビデオカメラ、スチルカメラ、プロジェクター、ＴＶ、ヘッドマウントディスプレイ、カ
ーナビゲーション、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本明細書で開示する発明は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いたアクティブマトリクス
型の表示装置の画素領域の回路構成に関し、特に、補助容量の構成に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、アクティブマトリクス型液晶表示装置の需要が高まっており、絶縁表面を有する基
板上に形成された半導体薄膜（厚さ数十～数百 nm程度）を用いて薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）を作製する技術が急速に発達してきている。
【０００３】
アクティブマトリクス型液晶表示装置は、マトリクス状に配置された数十～数百万個もの
各画素のそれぞれに薄膜トランジスタを配置され、また、各画素電極には、液晶を挟んで
対向基板に対向電極が設けられており、一種のコンデンサを形成している。そして、各画
素電極に印加する電位をＴＦＴのスイッチング機能により制御して、このコンデンサへの
電荷を制御することで液晶を駆動し、透過光量を制御して、映像を表示するものである。
【０００４】
このコンデンサは電流のリークにより次第にその保持容量が減少するため、透過光量が変
化して画像表示のコントラストの低下を招いていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、従来では容量配線を設けて、液晶を誘電体とするコンデンサとは別のコンデンサ
（補助容量）を直列に配置している。この補助容量は、液晶を誘電体とするコンデンサが
電流のリークで損失する電荷を補う働きをしている。
【０００６】
この補助容量の代表的な構成としては、誘電体として▲１▼ゲート絶縁膜を用いるもの、
▲２▼層間絶縁膜を用いるもの、▲３▼パッシベーション絶縁膜を用いるものが挙げられ
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請求項１

請求項１又は請求項２ 前記第１の無機絶縁膜及び前記第２の
無機絶縁膜

請求項１乃至請求項３

請求項１乃至請求項４

請求項１乃至請求項５



る。特に、▲１▼の構成が単位当たりの容量が大きいため頻繁に利用されている。
【０００７】
しかしながら、従来では容量配線を用いた補助容量を形成して、十分な容量を確保しよう
とすると、開口率が低下していた。特に、プロジェクター表示装置に用いられるような小
型（３型以下）の高精細パネルにおいては、画素面積が小さいため容量配線の占有面積に
よる開口率の低下が問題となっていた。
【０００８】
また、液晶を用いた表示装置に特有の現象として、液晶の僅かな配向不良から発生する光
漏れが生じる。液晶は画素電極と対向電極の間にある規則性をもった配向性をもって配列
しているが、電極表面の凹凸やラビング不良等に起因して配向性が乱れる場合がある。こ
の液晶配向が乱れた領域と正常な領域との間で生じる光漏れをディスクリネーションと呼
んでいる。このディスクリネーションは、表示コントラストを低下させていた。
【０００９】
このディスクリネーションを防ぐ手段として、発生する箇所をブラックマスク（ＢＭ）で
隠す手段がとられていた。しかしながら、このディスクリネーションは、液晶の僅かな配
向不良から発生するため、発生する箇所を予想することは困難であった。また、光漏れを
隠すためのブラックマスクを設けることで開口率が低下してしまうという問題があった。
【００１０】
本発明は、上記問題点を解消して、十分な補助容量を有し、且つ、開口率の高いアクティ
ブマトリクス型表示装置を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本明細書で開示する本発明の第１の構成は、
アクティブマトリクス表示装置において、基板上にマトリクス状に配置された画素電極及
びブラックマスクを有し、
前記画素電極には薄膜トランジスタが接続され、
前記薄膜トランジスタには容量が接続され、
前記容量は、ブラックマスクと、該ブラックマスクと接する無機層と、前記無機層と接す
る画素電極とで構成されていることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置である
。
【００１２】
さらに本発明の第２の構成は、
アクティブマトリクス表示装置において、基板上にマトリクス状に配置された画素電極及
びブラックマスクを有し、
前記画素電極には薄膜トランジスタが接続され、
前記薄膜トランジスタには、第１の容量と第２の容量が接続され、
前記第１の容量は、ブラックマスクと、該ブラックマスク上の第１の無機層と、前記無機
層上の画素電極とで構成され、
前記第２の容量は、ブラックマスクと、該ブラックマスク下の第２の無機層と、前記無機
層下のドレイン電極とで構成されていることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装
置である。
【００１３】
また、上記各構成におけるブラックマスクは、バルブメタルで構成されていることを特徴
としている。
【００１４】
また、上記各構成における容量を構成する前記無機層は、窒化珪素膜、酸化珪素膜、窒化
酸化珪素膜、ＤＬＣ膜、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタンから選ばれた膜、
またはこれらの積層膜で構成されていることを特徴としている。
【００１５】
加えて、上記各構成における前記ブラックマスクのエッジは、テーパー形状を有している
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ことを特徴としている。
【００１６】
なお、上記各構成における前記ブラックマスクは、有機性樹脂膜上に形成されていること
を特徴としている。
【００１７】
さらに本発明の第３の構成は、
絶縁表面を有する基板上に薄膜トランジスタを形成する第１の工程と、
前記薄膜トランジスタを覆って第１の層間絶縁膜を形成する第２の工程と、
前記第１の層間絶縁膜を覆って第２の層間絶縁膜を形成する第３の工程と、
前記第２の層間絶縁膜を覆ってブラックマスクを形成する第４の工程と、
前記ブラックマスクを覆って無機層を形成する第５の工程と、
前記ブラックマスク及び無機層とを選択的に除去する第６の工程と、
前記ブラックマスク及び無機層を覆って第３の層間絶縁膜を形成する第７の工程と、
前記第３の層間絶縁膜を選択的に除去し、無機層を露出する第８の工程と、
前記第３の層間絶縁膜を覆って透明性導電膜を形成する第９の工程とを有したアクティブ
マトリクス型表示装置の作製方法であって、
前記無機層を誘電体として、ブラックマスクと画素電極と無機層とによって補助容量を形
成することを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の作製方法である。
【００１８】
前記第５の工程において、前記無機層は、窒化珪素膜、酸化珪素膜、窒化酸化珪素膜、Ｄ
ＬＣ膜、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、から選ばれた膜、またはこれら
の積層膜で構成されていることを特徴としている。
【００１９】
前記第５の工程において、前記無機層は、バルブメタルで構成されたブラックマスクを陽
極酸化して形成することを特徴としている。
【００２０】
さらに本発明の第４の構成は、
絶縁表面を有する基板上に薄膜トランジスタを形成する第１の工程と、
前記薄膜トランジスタを覆って第１の層間絶縁膜を形成する第２の工程と、
前記第１の層間絶縁膜を覆って第２の層間絶縁膜を形成する第３の工程と、
前記第２の層間絶縁膜を覆ってバルブメタルで構成されたブラックマスクを形成する第４
の工程と、
前記ブラックマスクを選択的に除去する第５の工程と、
前記ブラックマスクを陽極酸化して無機層を形成する第６の工程と、
前記無機層を覆って透明性導電膜を形成する第７の工程とを有したアクティブマトリクス
型表示装置の作製方法であって、
前記無機層を誘電体として、ブラックマスクと画素電極と無機層とによって補助容量を形
成することを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の作製方法である。
【００２１】
上記第４の構成における第５の工程において、前記ブラックマスクのエッジは、テーパー
形状に形成されることを特徴としている。
【００２２】
上記作製方法の各構成において、前記ブラックマスクは有機性樹脂で構成される第２の層
間絶縁膜上に形成されることを特徴としている。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図１（Ｅ）を用いて以下に説明する。図１においては、簡略化のた
め、有機性樹脂膜からなる層間絶縁膜（第２の層間絶縁膜）の下に存在する、絶縁基板並
びに該基板上に作製された各配線、スイッチング素子及び第１の層間絶縁膜は図示しない
。なお、本発明は如何なるスイッチング素子及び第１の層間絶縁膜であっても適用可能で
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ある。
【００２４】
本発明においては、無機層１０５と、無機層と接したブラックマスク１０４と、無機層と
接する画素電極１０９とを用いた補助容量１１０を有機性樹脂膜からなる層間絶縁膜上に
形成することを特徴としている。
【００２５】
本発明の構成で、ブラックマスク１０４としては、バルブメタルや、遮光性及び導電性を
有する金属材料を用いる。例えば、Ａｌ、Ｔａ、Ｔｉ、ＣｒまたはＴｉＮ等を用いること
ができる。
【００２６】
また、無機膜１０３としては、誘電率が重要となり、非晶質窒化珪素膜、非晶質酸化珪素
膜、窒化酸化珪素膜（ＳｉＯ x  Ｎ y  ）、ＤＬＣ（ diamond like carbon ）膜、酸化アルミ
ニウム、酸化タンタル、酸化チタンおよびこれらの積層膜等を用いることができる。特に
誘電率が大きく、選択的にエッチングが可能な窒化珪素膜を用いることが好ましい。
【００２７】
また、画素電極１０９としては、透光性を有する導電膜であるＩＴＯを用い、透過型の液
晶表示装置を構成する。他の構成としては、画素電極としてＡｌやＴｉ等の反射電極を用
い、反射型の液晶表示装置を構成することも可能である。
【００２８】
次に、本発明の作製工程を図１を用いて以下に説明する。
【００２９】
まず、図示しないＴＦＴ及び第１の層間絶縁膜を覆って、ポリイミドやアクリル等の有機
性樹脂で構成される平坦な第２の層間絶縁膜１０１を成膜する。本発明においては、各信
号配線とブラックマスクとの間で発生する寄生容量を低減するために、膜厚０．６～２μ
ｍの範囲を有する層間絶縁膜１０１を設ける。
【００３０】
その後、この第２の層間絶縁膜１０１の表面と接して、膜厚５０～４００ｎｍの範囲を有
するブラックマスク膜１０２を成膜する。
【００３１】
続いて、ブラックマスク膜１０２と接して、後に誘電体となる無機膜１０３を成膜する。
（図１（Ａ））
【００３２】
無機膜１０３を設ける際、その膜厚が重要になる。十分な容量を得るために膜厚を薄くし
て電極間の距離を短くすることが好ましいが、補助容量の絶縁破壊電圧は少なくとも２０
Ｖ以上としたい。
【００３３】
また、無機膜の膜厚が１０～３０ｎｍと薄くなると、均一な膜厚を得ることが難しくピン
ホールの発生などを引き起こす。
【００３４】
また、無機膜の膜厚が厚くなると、ブラックマスクと無機膜による段差が大きくなり、第
３の層間絶縁膜を用いた平坦化が困難になる。そのため、無機膜の膜厚は、ブラックマス
ク膜と無機膜の合計の膜厚が７００ｎｍ以下、好ましくは５００ｎｍ以下とする。ただし
、無機膜に陽極酸化膜を用いて、第３の層間絶縁膜を形成しない場合は、その限りではな
い。
【００３５】
そのため、窒化珪素膜を単層で用いるのであれば、少なくとも５０ｎｍ以上の膜厚を必要
とする。代表的には、窒化珪素膜の膜厚は５０～３００ｎｍとする。好ましくは、５０～
２００ｎｍ、更に好ましくは５０～１００ｎｍの膜厚で用いる。
【００３６】
また、ＣＶＤ法等で作製される無機膜をブラックマスクの上に設ける際、表面に第２の層
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間絶縁膜が露呈していると有機性樹脂から水やメタン等のガスが発生し、良質な窒化珪素
膜を得ることは難しかった。また、第２の層間絶縁膜として、酸化珪素膜等の無機膜を利
用してもよいが、各信号配線とブラックマスクとの間で発生する寄生容量を低減する程度
の厚さが必要となるため、コンタクトホールの形成が困難となり、実用的でなかった。
【００３７】
本発明の作製工程においては、第２の層間絶縁膜上のブラックマスク膜１０２をパターニ
ングする前に無機膜１０３を成膜することを基本とする。つまり、無機膜の形成後で第３
の層間絶縁膜を形成する前に少なくとも１回のパターニング工程（図１（Ｂ））を有する
。その結果、有機性樹脂からなる第２の層間絶縁膜からのガスの放出を防ぐことが実現で
きる。また、レジスト１０６を利用して、ブラックマスク１０４と無機層１０５は概略同
一形状にパターニングされる。ただし、陽極酸化膜を無機層として用いる場合はその限り
ではない。エッチング方法としては、ＲＩＥ等による異方性のドライエッチングによって
エッチングする。
【００３８】
ブラックマスク及び無機膜のパターニング工程後、第３の層間絶縁膜１０７を形成する。
（図１（Ｃ））ただし、本発明においては無機層に陽極酸化膜を利用すると、第３の層間
絶縁膜を形成しない構成とすることが可能である。
【００３９】
その後、補助容量１１０を形成するために、無機層１０５上の第３の層間絶縁膜１０７を
ドライエッチング法によりレジスト１０８を用いて選択的に除去する。この工程により、
凹部が形成され、その底面には無機層１０５が露出する。この際、無機層１０５をエッチ
ングストッパーとして用いる。（図１（Ｄ））
【００４０】
加えて、図示しないが、ＴＦＴと画素電極を接続するためのコンタクトホールの形成を行
う。
【００４１】
次いで、透明性導電膜（ＩＴＯ）を成膜し、パターニングを施すことにより画素電極１０
９を形成する。（図１（Ｅ））
【００４２】
本発明では、無機層１０５を誘電体として、ドライエッチング法により露出した無機層と
接して形成された画素電極１０９と、無機層と接したブラックマスク１０４とが重なった
箇所に補助容量１１０が形成される。
【００４３】
通常、ブラックマスクは、光による劣化からスイッチング素子を防ぐために設けられてい
る。従って、このブラックマスクを利用して、補助容量を形成することは有効画素領域を
増やす上で非常に有効である。なお、有効画素領域とは、実際に画像表示領域として機能
しうる領域のことを指す。また、ディスクリネーションもブラックマスクで隠すことがで
きる。
【００４４】
本明細書中では、層間絶縁膜の除去を行うためにドライエッチング法を用いているが、エ
ッチャントとして、塩素系、フッ素系、酸素系、を必要に応じて適宜使用する。
【００４５】
本明細書中でいう塩素系のエッチャントとは、塩素若しくは塩素を一部に含む気体を指し
、例えば、Ｃｌ 2  、ＢＣｌ 3  、ＳｉＣｌ 4  、ＨＣｌ、ＣＣｌ 4  等の単一気体若しくは混合
気体、さらにこれらの単一気体若しくは混合気体を塩素を含まない気体（例えばＨ 2  、Ｏ

2  、Ｎ 2  等）で希釈したものを指す。
【００４６】
更に、本明細書中でいうフッ素系のエッチャントとは、フッ素若しくはフッ素を一部に含
む気体を指し、例えば、Ｆ 2  、ＢＦ 3  、ＳｉＦ 4  、ＨＦ、ＣＦ 4  等の単一気体若しくは混
合気体、さらにこれらの単一気体若しくは混合気体を塩素を含まない気体（例えばＨ 2  、
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Ｏ 2  、Ｎ 2  等）で希釈したものを指す。
【００４７】
また、本明細書中でいう酸素系のエッチャントとは、酸素を含む気体を指し、例えば、Ｏ

2  、Ｏ 3  等およびＯ 2  、Ｏ 3  等を酸素を含まない気体（例えばＮ 2  、Ｈｅ等）で希釈した
ものを指す。
【００４８】
以上の構成は、ブラックマスク１０４と画素電極１０９と無機層１０５とからなる補助容
量のみに着目した例を説明した。さらに、以下に示す実施例でもってアクティブマトリク
ス型表示装置の詳細な説明を行うものとする。
【００４９】
【実施例】
〔実施例１〕
以下、本発明の実施例を説明するが、この実施例に限定されないことは勿論である。
【００５０】
本実施例では、アクティブマトリクスアレイ基板上に、補助容量を作製した工程を示す。
まず、画素内に配置されるスイッチング素子としてＴＦＴを作製した例を図２を用いて説
明する。
【００５１】
まず、絶縁表面を有する基板（図示せず）上に活性層２０１を形成した。活性層２０１は
膜厚が 20～ 100 nm（好ましくは 25～ 70nm）の結晶性半導体膜（代表的には結晶性珪素膜）
で構成すれば良い。（図２（Ａ））
【００５２】
結晶性珪素膜の形成方法は公知の如何なる手段を用いても良いが、本実施例では特願平８
－３３５１５２号公報記載の技術を用いた。
【００５３】
こうして形成した結晶性珪素膜をパターニングして活性層２０１を形成し、プラズマＣＶ
Ｄ法によりゲート絶縁膜（図示せず）を形成した後、熱酸化行程を行って活性層５０１と
ゲート絶縁膜との界面特性を向上させた。なお、熱酸化後の最終的な活性層膜厚は 10～ 75
nm（好ましくは 15～ 45nm）となる様にする。
【００５４】
次に、アルミニウムまたはアルミニウムを主成分とする材料（本実施例では２ wt％のスカ
ンジウムを含有したアルミニウム膜）を成膜し、パターニングしてゲート配線２０２を形
成した。（図２（Ｂ））
【００５５】
次に、特開平７－１３５３１８号公報記載の技術を用いてソース／ドレイン領域、チャネ
ル形成領域及びＬＤＤ（ Lightly doped drain ）領域の形成を行った。本実施例ではソー
ス／ドレイン領域とチャネル形成領域との間に  0.5～ 1.5 μｍ（代表的には  0.7～１μｍ
）のＬＤＤ領域２０３を形成した。（図２（Ｃ））
【００５６】
次に、活性層に添加した不純物元素（１３族または１５族元素）を熱アニールによって活
性化し、その後ゲート配線２０２を覆って第１の層間絶縁膜（図示せず）を形成した。さ
らに、第１の層間絶縁層にコンタクトホール２０４、２０５を形成して、ソース配線２０
６とドレイン電極２０７を形成した。
【００５７】
なお、本実施例ではソース配線２０６及びドレイン電極２０７として、チタン／アルミニ
ウム／チタンの三層積層構造を用いる。膜厚は  150/500/100nmとすれば良い。（図２（Ｄ
））
【００５８】
以上の作製工程で画素電極に液晶制御用の電圧を印加するためのスイッチング素子（ＴＦ
Ｔ）２０８が完成した。なお、本明細書中では、図３（Ａ）において２０８で示される領
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域内に構成された素子をスイッチング素子（代表的にはＴＦＴ、ＭＩＭ素子でも良い）と
呼ぶ。なお、本明細書中では、この後で形成されるブラックマスクや画素電極等をスイッ
チング素子の構造には含まないものとする。
【００５９】
次に、上記スイッチング素子を用いてアクティブマトリクスアレイ基板を作製する工程を
図３～図６を用いて以下に説明する。なお、図２（Ｄ）は、図３（Ａ）と対応している。
【００６０】
図３（Ａ）に示すのはスイッチング素子２０８を作製した上記工程後において、アクティ
ブマトリクス型液晶表示装置の画素マトリクス回路を構成する画素の一つを拡大した上面
図である。なお、図３（Ｂ）は図３（Ａ）中のＡ－Ａ’断面構造図、図３（Ｃ）は図３（
Ａ）中のＢ－Ｂ’断面構造図を示した図である。
【００６１】
本実施例では、第１の補助容量７００と第２の補助容量５００を同一画素内に構成した。
【００６２】
第１の補助容量は、ブラックマスクと、ブラックマスク上の無機層と、画素電極とによっ
て構成する。この第１の補助容量の作製工程は、図５～７中のＡ－Ａ’断面構造図及びに
Ｂ－Ｂ’断面構造図に図示する。本明細書で開示した補助容量とは、第１の補助容量を示
しているが、さらに、第２の補助容量と組み合わせて用いることにより、十分な容量を確
保し、有効画素領域を増やすことができる。
【００６３】
なお、第２の補助容量はブラックマスクと、ブラックマスク下の無機積層と、ドレイン電
極によって構成する。この第２の補助容量の作製工程は、図３～５中のＢ－Ｂ’断面構造
図に図示する。
【００６４】
以下に、アクティブマトリクスアレイ基板上に、第１の補助容量と第２の補助容量を同一
画素内に作製する工程を示した。
【００６５】
スイッチング素子２０８の作製工程後、図４（Ａ）～（Ｃ）に示すように、ソース配線２
０６、ドレイン電極２０７及び第１層間絶縁膜２０９を覆って第２の層間絶縁層２１０を
形成し、後に第２の補助容量を構成する部分のみに開口領域２１１を設けた。
【００６６】
本実施例では第２の層間絶縁層２１０〔無機積層膜２１０（ａ）と有機性樹脂膜２１０（
ｂ）の積層膜〕として、下から窒化珪素膜（ 50nm）、酸化珪素膜（ 20nm）、アクリル膜（
１μｍ）からなる積層構造の絶縁層を用いた。有機性樹脂膜２１０（ｂ）として、アクリ
ルの代わりにポリイミド等の他の有機性樹脂材料を用いても構わない。また、第２の層間
絶縁膜は単層でも良いし、二層以上の積層構造としても良い。
【００６７】
なお、図４（Ｃ）に示した開口領域２１１を形成するには、ドライエッチング法によりフ
ッ素系のエッチャントを用いてアクリル膜を開口した。なお、図４（Ａ）中に点線で示し
た領域が、開口領域２１１を示している。この時、酸化珪素膜がエッチングストッパとし
て機能する。従って、開口領域２１１の底面には窒化珪素膜と酸化珪素膜とでなる無機積
層膜２１０（ａ）が残った。本実施例の場合には、この無機積層膜を第２の補助容量の誘
電体として利用した。勿論、酸化珪素膜をウェットエッチングによって選択的に除去して
窒化珪素膜のみを残す構成とすることも可能である。
【００６８】
なお、本実施例では第２の層間絶縁膜２１０として、窒化珪素膜／酸化珪素膜／有機性樹
脂膜の積層構造を用いたが、最上層が有機性樹脂で構成されていれば、この構造に限定さ
れないことは言うまでもない。本実施例を効果的に実施するためには、なるべく比誘電率
が高い絶縁膜を薄く下層に設け、その上に比誘電率が低い絶縁膜を厚く設ければ良い。即
ち、開口領域２１１では第２の補助容量の誘電体として効果的に機能し、それ以外では層
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間絶縁膜として効果的に機能する様な構成であることが必要である。
【００６９】
また、第２の層間絶縁膜２１０を単層（有機性樹脂膜等）とする場合、ハーフエッチング
により開口領域を形成して薄膜化された部分を第２の補助容量の誘電体として使用しても
良い。
【００７０】
こうして有機性樹脂膜２１０（ｂ）に対して開口領域２１１を形成した後、ブラックマス
ク膜を形成した。本実施例ではブラックマスク膜としてはチタンをＲＦスパッタ法で、１
５０℃に加熱しつつ２００ｎｍの膜厚に成膜したものを用いたが、構成材料としてクロム
、タンタル、アルミニウム、窒化チタン等を適宜用いても良い。なお、蒸着法を用いて成
膜することも可能である。図示しないが、後の工程によりブラックマスクは、補助容量の
一方の電極となり、０Ｖの電位に保つため、ソース配線と同時に形成された引き出し配線
と電気的に連絡する。
【００７１】
また、後の工程であるパターニング工程をブラックマスク膜に施すと、図５（Ｃ）に断面
構造図の１例を示したように、ドレイン電極２０７、ブラックマスク２１２を上下電極と
し、無機積層膜２１０（正確には窒化珪素／酸化珪素の積層膜）を誘電体とする第２の補
助容量５００を形成することができる。
【００７２】
次に、ブラックマスク膜上に、無機膜を形成した。無機膜としては、誘電率が重要となり
、非晶質窒化珪素膜、非晶質酸化珪素膜、窒化酸化珪素膜（ＳｉＯ x  Ｎ y  ）、ＤＬＣ（ di
amond like carbon ）膜、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタンおよびこれらの
積層膜等を用いることができる。
【００７３】
無機膜として酸化珪素膜を用いる場合は、プラズマＣＶＤ法において反応ガスをＳｉＨ 4  
又はＴＥＯＳと酸素又はオゾンとを用いれば良い。窒化酸化珪素膜を用いる場合は、反応
ガスをＳｉＨ 4  とＮ 2  Ｏまたは／およびＮ 2  とすればよい。ＤＬＣ膜を用いる場合は、水
素雰囲気中で炭素ターゲットをスパッタする方法や、イオンビーム堆積法、ＥＣＲ（ elec
tron cyclotron resonance）ＣＶＤ法を用いて炭化水素化物またはそれに加えて水素を反
応ガスとして成膜すればよい。なお、無機膜として、酸化アルミニウム　、酸化タンタル
、酸化チタンまたは窒化タンタル（ＴａＮ）を利用する場合は、スパッタ法を用いて成膜
すれば良い。
【００７４】
なお、無機膜に結晶性の被膜を用いると、結晶粒界によってピンホールや亀裂が生じ、表
示不良やムラの原因になる可能性が高いため、蓄積容量に用いる無機膜は均一な膜質の非
晶質被膜が好ましい。そのため、無機膜の成膜の際に、反応圧力を高くするまたは／およ
び温度を低くするなどにより無機層を非晶質とすることが好ましい。
【００７５】
本実施例では、無機膜としてプラズマＣＶＤ法を用いた窒化珪素膜を形成した。なお、本
実施例では窒化珪素膜の単層構造を用いているが、この構造に限定されないことは言うま
でもない。
【００７６】
本実施例の諸条件は、反応ガスとしてＳｉＨ 4  、ＮＨ 3  およびＮ 2  を５ sccm／３８ sccm／
８７ sccmで用い、反応温度２５０℃で、１００ｎｍの膜厚に成膜した。その後、無機膜上
にレジストを設け、パターニングを施し、フッ素系のエッチャントを用いたドライエッチ
ング法により、無機層２１３を形成した。加えて、同一のマスクを用い、塩素系のエッチ
ャントを用いてブラックマスク膜をエッチングした。（図５（Ａ）～（Ｃ））
【００７７】
次に、無機層上に第３の層間絶縁層２１４として１μｍ厚のアクリル膜を形成した。勿論
、ポリイミド等の他の絶縁性を有する膜であっても良い。また、第３の層間絶縁膜は単層
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でも良いし、二層以上の積層構造としても良い。また、第２の層間絶縁膜を第２の層間絶
縁膜と同一材料を用いると、応力を抑制することができ、優れた密着性を得ることができ
る。さらに、コンタクトホールの開口に際して、エッチングレートが等しいのでエッチン
グ残りを減らすことができ、コンタクト不良を抑制することが可能であった。
【００７８】
そして、後に第１の補助容量を構成する部分となる箇所をエッチングして開口領域２１５
を設けた。（図６（Ａ）～（Ｃ））
【００７９】
開口領域２１５を形成するには、ドライエッチング法によりアクリル膜を開口した。本実
施例では、ＣＦ 4  ／Ｏ 2  ／Ｈｅを５ sccm／９５ sccm／４０ sccmで用いたドライエッチング
によって形成した。なお、図６（Ａ）中に点線で示した領域が、開口領域２１５を示して
いる。この開口領域２１５の底面には窒化珪素膜が残った。本実施例の場合には、この窒
化珪素膜を第１の補助容量の誘電体として利用した。
【００８０】
そして、開口領域２１５の形成と同一、または、別のエッチング工程によりコンタクトホ
ール２１６を形成して、画素電極２１７となる透明導電膜（代表的にはＩＴＯ膜）を形成
し、パターニングした。（図７（Ａ）～（Ｃ））
【００８１】
断面構造図（図７（Ｂ）と（Ｃ））では、図示しないが、コンタクトホール２１６を用い
て、ドレイン電極２０７と画素電極２１７とを電気的に接続した。この様に、ブラックマ
スク２１２上には絶縁層を介して画素電極が設けられた。
【００８２】
上記工程により画素電極２１７、ブラックマスク２１２を上下電極とし、無機層２１３（
正確には窒化珪素膜）を誘電体とする第１の補助容量７００が形成された。図７（Ａ）中
の太線で示される領域と、ブラックマスク上に第３層間絶縁膜が積層されていない領域の
重なった箇所が第１の補助容量（Ｃｓ）を形成する領域となる。従って、画素電極のパタ
ーニング工程においてズレが生じても補助容量（Ｃｓ）はほとんど変化しない。
【００８３】
なお、ソース配線上に形成されたブラックマスクを用いて形成された第１の補助容量７０
０を図７（Ｂ）に示した。ブラックマスクは各配線やスイッチング素子及びディスクリネ
ーションを隠すために配置される。従って、このブラックマスクを利用して、補助容量を
形成することは有効画素領域を増やす上で非常に有効である。
【００８４】
加えて、図７（Ｃ）には、ゲート配線上に形成されたブラックマスクを用いて形成された
第１の補助容量（画素電極／無機層／ブラックマスク）を示した。図７（Ｃ）においては
、第２の補助容量（ブラックマスク／無機積層／ドレイン電極）も形成されており、さら
に十分な容量を得ることができ、有効画素領域を増やすことができた。
【００８５】
なお、言うまでもなく、図７（Ｂ）及び図７（Ｃ）に示すブラックマスク端部において、
第３の層間絶縁膜が積層されている箇所でも、補助容量（画素電極／第３の層間絶縁膜及
び無機層／ブラックマスク）が形成される。
【００８６】
また、図７（Ａ）～（Ｃ）に示したように、第１の補助容量を形成した箇所は凹部を有し
ているため、その箇所にディスクリネーションが発生する。従って、故意にブラックマス
ク上にディスクリネーションを集中させることができるため有効である。
【００８７】
なお、本実施例は、図７（Ａ）の上面から見た画素配置に限定されないことはいうまでも
ない。また、図７（Ｂ）及び図７（Ｃ）には、ドレイン電極やソース配線や、ゲート配線
が存在しているが、特にこの構造に限定されない。
【００８８】
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こうして画素構造が完成した後、水素化を行ってＴＦＴの活性層内に残る不対結合手を水
素終端する。さらに、画素電極を覆って配向膜を形成した。配向膜はラビングによって配
向力を持たせる。
【００８９】
以上の作製工程によって、複数の画素を形成して画素マトリクス回路を有するアクティブ
マトリクス基板を完成した。画素マトリクス回路内の各画素には少なくとも一つのスイッ
チング素子と第１の補助容量とを配置すれば良い。
【００９０】
なお、アクティブマトリクス基板上には画素マトリクス回路以外にも駆動回路（ドライバ
ー回路）や信号処理回路（γ補正回路、Ｄ／Ａコンバータ等のロジック回路）を形成する
ことが可能である。これらの回路の作製工程は、基本的には本実施例に示した作製工程と
同一（実際には図１（Ｄ）の工程で完成する）であるため、詳細な説明は省略する。
【００９１】
また、本願発明は画素の配置構成に関する発明であるため、同一基板上に形成される他の
回路（上述の駆動回路やロジック回路）の構成は如何なるものであっても良い。その様な
回路の作製工程や構造は実施者が適宜決定すれば良い。
【００９２】
また、本実施例では画素電極として透明導電膜を用いた透過型ＬＣＤを例に挙げているが
、画素電極として反射性電極を用いることで容易に反射型ＬＣＤを作製することが可能で
ある。
【００９３】
〔実施例２〕
本実施例では、上記実施例１の無機層２１３（単層の窒化珪素膜）に代えて、窒化珪素膜
と酸化珪素膜の積層構造を利用した例を図８に示す。また、無機層形成工程以外は、実施
例１と同一工程であるため記載を省略する。なお、上面図は、実施例１と同一のマスクを
用いたため図７（Ａ）と同一である。勿論、本実施例は、このマスク形状に限定されるこ
とはない。
【００９４】
本実施例においては、第１無機層として窒化珪素膜（ 50nm）、第２無機層として、酸化珪
素膜（ 20nm）を用いた。
【００９５】
また、酸化珪素膜は、絶縁性が高く漏洩電流が少ない。そのため、ショート等に対する高
い信頼性が得ることができ、補助容量の絶縁膜として用いることは有効であった。特に、
本実施例のように、無機層を多層構造とする際に、酸化珪素膜を最上層として用いると、
ドライエッチング法を用いた場合、エッチングストッパーとすることができるため有効で
あった。
【００９６】
図８（１）及び（２）に示すのは、本実施例２における第１の補助容量８００の断面構造
である。図８（１）及び（２）において、８０１は絶縁表面を有する基板、８０２は第１
の層間絶縁層、８０３はソース配線、８０４は無機積層膜、８０５は第２層間絶縁層、８
０６はブラックマスク、８０７は第１無機層、８０８は第２無機層、８０９は第３層間絶
縁層、８１０は画素電極である。
【００９７】
〔実施例３〕
本実施例では、上記実施例２において、第２無機層（酸化珪素膜）をドライエッチングの
ストッパーとして用いた後、ウェットエッチングによって選択的に除去して、誘電体とし
て、窒化珪素膜のみを利用した例を図９（２）に示す。また、窒化珪素膜と酸化珪素膜を
積層する工程（図９（１））までは、実施例２と同一工程であるため記載を省略する。な
お、上面図は、実施例１と同一のマスクを用いたため図７（Ａ）と同一である。勿論、本
実施例は、このマスク形状に限定されることはない。
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【００９８】
本実施例では、ウェットエッチングによって選択的に除去して、誘電体として、窒化珪素
膜のみを残存させた後、実施例１と同様に、第３層間絶縁層、画素電極の形成を行った。
【００９９】
こうして画素構造が完成した後、水素化を行ってＴＦＴの活性層内に残る不対結合手を水
素終端する。さらに、画素電極を覆って配向膜を形成した。配向膜はラビングによって配
向力を持たせる。こうしてアクティブマトリクスアレイ基板を完成させた。
【０１００】
図９（２）に示すのは、本実施例３における補助容量９００の断面構造である。図９（１
）及び（２）において、９０１は絶縁表面を有する基板、９０２は第１の層間絶縁層、９
０３はソース配線、９０４は無機積層膜、９０５は第２層間絶縁層、９０６はブラックマ
スク、９０７は第１無機層、９０８は第２無機層、９０９は第３層間絶縁層、９１０は画
素電極である。
【０１０１】
本実施例は、実施例２と比較して工程は増えるが、誘電体として窒化珪素膜のみとしたた
め、十分な容量を得ることができた。
【０１０２】
〔実施例４〕
本実施例では、上記実施例１における無機層として、ブラックマスクの陽極酸化膜を利用
した例を図１０に示す。また、ＴＦＴ及び第１層間絶縁膜を得る工程までは、実施例１と
同一工程であるため記載を省略する。なお、上面図は、実施例１と同一のマスクを用いた
ため図７（Ａ）と同一である。勿論、本実施例は、このマスク形状に限定されることはな
い。
【０１０３】
また、ブラックマスク膜にＡｌ或いはＴａを用いた場合、陽極酸化を行うことにより、Ａ
ｌ 2  Ｏ 3  やＴａ 2  Ｏ 5  を表面に形成すると、誘電率の大きい無機層が、ブラックマスクと
の応力により発生するピーリングを少なくでき、自己整合的に形成できるため有効である
。また、パーティクル等により発生する表示不良を更に低減することができた。本実施例
においては、ブラックマスク膜にＴａ（ 150nm)を用いた。
【０１０４】
次に、ブラックマスク膜の上にレジストを設けフッ素系のエッチャントを用いてブラック
マスク膜に異方性のドライエッチングを施した。この工程によりブラックマスクを形成し
た。
【０１０５】
その後、レジストを除去して、陽極酸化を行った。ブラックマスクを陽極としてリン酸ア
ンモニウム水溶液を電界溶液に用いた陽極酸化を行い陽極酸化膜Ｔａ 2  Ｏ 5  を７０～３０
０ｎｍ、本実施例では１５０ｎｍの膜厚に形成する。また、電界溶液として、マロン酸等
の有機酸、酒石酸アンモニウム、リン酸アンモニウムまたは硼酸アンモニウムの水溶液等
を用いることができる。この陽極酸化は、一般的に用いられている陽極酸化工程であれば
特に限定されない。
【０１０６】
本実施例では、ブラックマスク膜をパターニングしてから陽極酸化を行ったが、パターニ
ング前に陽極酸化を行い全面に陽極酸化膜を形成してもよい。特に、無機層として陽極酸
化膜と他の無機層との積層構造とするときには、パターニング前に陽極酸化を行い全面に
陽極酸化膜を形成後、他の無機層、例えば酸化珪素膜を形成する必要がある。
【０１０７】
次に、第３の層間絶縁膜としてアクリルを形成した。アクリルはスピナーを用いて、０．
２～０．７μｍ、本実施例では０．３μｍの膜厚に形成後２５０℃で焼成してアクリルを
成膜した。
【０１０８】
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この工程以降は、第３層間絶縁層の選択エッチング、コンタクトホールの形成、画素電極
のパターニング、水素化、配向膜形成を行い、アクティブマトリクスアレイ基板を完成さ
せた。その結果、図１０に示した構成（補助容量１０００）が得られた。上面図は図７（
Ａ）図と同一である。
【０１０９】
図１０（１）及び（２）に示すのは、図７（Ａ）図における補助容量１０００の断面構造
である。図１０（１）及び（２）において、１００１は絶縁表面を有する基板、１００２
は第１の層間絶縁層、１００３はソース配線、１００４は無機積層膜、１００５は第２層
間絶縁層、１００６はブラックマスク、１００７は陽極酸化膜、１００９は第３層間絶縁
層、１０１０は画素電極である。
【０１１０】
〔実施例５〕
本実施例では、上記実施例４において、第３層間絶縁膜を形成しない例を図１１に示す。
また、ブラックマスク膜を形成する工程までは、実施例４と同一工程であるため記載を省
略する。上面図は、実施例１と同一のマスクを用いたため図７（Ａ）と同一である。勿論
、本実施例は、このマスク形状に限定されることはない。
【０１１１】
本実施例においては、ブラックマスク膜の上にレジストを設けフッ素系のエッチャントを
用いてブラックマスク膜に異方性のドライエッチングを過剰に施した。この工程によりブ
ラックマスク（Ｔａ）のエッジを故意にテーパー形状にした。
【０１１２】
その後、レジストを除去して、陽極酸化を行った。ブラックマスクを陽極としてリン酸ア
ンモニウム水溶液を電界溶液に用いた陽極酸化を行い陽極酸化膜Ｔａ 2  Ｏ 5  を７０～３０
０ｎｍ、本実施例では１００ｎｍの膜厚に形成する。また、電界溶液として、マロン酸等
の有機酸、酒石酸アンモニウム、リン酸アンモニウムまたは硼酸アンモニウムの水溶液等
を用いることができる。この陽極酸化は、一般的に用いられている陽極酸化工程であれば
特に限定されない。
【０１１３】
そして、エッチング工程によりコンタクトホールを形成して、画素電極２１７となる透明
導電膜（代表的にはＩＴＯ膜）を形成し、パターニングした。（図１１（Ａ））
【０１１４】
こうして画素構造が完成した後、水素化を行ってＴＦＴの活性層内に残る不対結合手を水
素終端する。さらに、画素電極を覆って配向膜を形成した。配向膜はラビングによって配
向力を持たせる。こうしてアクティブマトリクスアレイ基板を完成させた。その結果、図
１１（Ａ）に示した構成（補助容量１１００）が得られた。
【０１１５】
本実施例の構成においては、上記各実施例と比較して、第３層間絶縁膜を形成しないため
、コンタクトホール形成が容易であった。また、ブラックマスクのエッジを故意にテーパ
ー状（好ましくはテーパー角を２０°以下）とすることで、層間絶縁膜を形成しなくとも
、十分な平坦性が得られた。また、本実施例で用いたＴａは、他のバルブメタルと比較し
てエッジをテーパー状とすることが容易な材料である。
【０１１６】
また、本実施例の応用例として、補助容量１１１２の下方に素子部１１１１を有したアク
ティブマトリクス型表示装置の断面図を図１１（Ｂ）に示した。同様に補助容量１１１２
は、陽極酸化膜１１１３を誘電体として、ブラックマスク１１１４と、画素電極１１１５
で構成した。
【０１１７】
〔実施例６〕
実施例２では無機層の例として窒化珪素膜と酸化珪素膜の積層を利用する場合を例にとっ
たが、多層構造からなる無機層の下層としてＤＬＣ膜を用いた例を以下に示す。上面図は
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、実施例１と同一のマスクを用いたため図７（Ａ）と同一である。勿論、本実施例は、こ
のマスク形状に限定されることはない。
【０１１８】
まず、ブラックマスク膜上に誘電率の大きいＤＬＣ膜を形成し、その上に窒化珪素膜、酸
化珪素膜又は窒化酸化珪素膜からなる上層を設けた構成を利用した。
【０１１９】
このような構成を採ることにより、塩素系のエッチャントによるエッチングにより上層を
選択的にエッチングした後に、酸素系のエッチャントによるエッチングによりＤＬＣ膜を
エッチングした。このエッチングにより同時に、レジストのアッシングも行うことができ
、他の多層構造に比べてより少ない工程でパターニングされた無機層を得ることができた
。
【０１２０】
〔実施例７〕
実施例１ではトップゲート構造の例としてプレーナ型ＴＦＴを作製する場合を例にとった
が、画素のスイッチング素子としてボトムゲート型ＴＦＴ（代表的には逆スタガ型ＴＦＴ
）を用いても構わない。なお、典型的なプレーナ型ＴＦＴ１２０２を用いたアクティブマ
トリクスアレイ基板の断面構造図を図１２（Ａ）に示した。また、ボトムゲート型ＴＦＴ
１２１２を用いたアクティブマトリクスアレイ基板の断面構造図を図１２（Ｂ）示した。
図１２（Ａ）において、１２００、１２１０は基板、１２０１、１２１１は第２層間絶縁
膜、１２０３、１２１３はドレイン電極、１２０４、１２１４はソース配線、１２０５、
１２１５は保護膜、１２０６、１２１６はブラックマスク、１２０７、１２１７は無機層
、１２０８、１２１８は第３層間絶縁膜、１２０９、１２１９は画素電極である。
【０１２１】
勿論、逆スタガ型ＴＦＴを用いる場合においても実施例１～６の構成をとることは可能で
ある。
【０１２２】
〔実施例８〕
本実施例では上記各実施例１～７に示した構成のアクティブマトリクスアレイ基板（素子
形成側基板）を用いてＡＭＬＣＤを構成した場合の例について説明する。ここで本実施例
のＡＭＬＣＤの外観を図１３に示す。
【０１２３】
図１３において、１３０１はアクティブマトリクスアレイ基板であり、画素マトリクス回
路１３０２、ソース側駆動回路１３０３、ゲート側駆動回路１３０４が形成されている。
駆動回路はＮ型ＴＦＴとＰ型ＴＦＴとを相補的に組み合わせたＣＭＯＳ回路で構成するこ
とが好ましい。また、信号処理を、同一基板上にＴＦＴでもって形成されたロジック回路
１３０７によって行う。なお、１３０５は対向基板である。
【０１２４】
図１３に示すＡＭＬＣＤはアクティブマトリクスアレイ基板１３０１と対向基板１３０５
とが端面を揃えて貼り合わされている。ただし、ある一部だけは対向基板１３０５を取り
除き、露出したアクティブマトリクスアレイ基板に対してＦＰＣ（フレキシブル・プリン
ト・サーキット）１３０６を接続してある。このＦＰＣ１３０６によって外部信号を回路
内部へと伝達する。
【０１２５】
また、本実施例のＡＭＬＣＤはブラックマスクをアクティブマトリクス基板に設ける構成
（ＢＭ  on ＴＦＴ）を採用するが、それに加えて対向側にブラックマスクを設ける構成と
することも可能である。
【０１２６】
また、カラーフィルターを用いてカラー表示を行っても良いし、ＥＣＢ（電界制御複屈折
）モード、ＧＨ（ゲストホスト）モードなどで液晶を駆動し、カラーフィルターを用いな
い構成としても良い。
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【０１２７】
また、特開昭 8-15686 号公報に記載された技術の様に、マイクロレンズアレイを用いる構
成にしても良い。
【０１２８】
〔実施例９〕
実施例８に示したＡＭＬＣＤは、様々な電子機器のディスプレイとして利用される。なお
、本実施例に挙げる電子機器とは、アクティブマトリクス型液晶表示装置を搭載した製品
と定義する。
【０１２９】
その様な電子機器としては、ビデオカメラ、スチルカメラ、プロジェクター、プロジェク
ションＴＶ、ヘッドマウントディスプレイ、カーナビゲーション、パーソナルコンピュー
タ（ノート型を含む）、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話等）などが挙げ
られる。それらの一例を図１４に示す。
【０１３０】
図１４（Ａ）は携帯電話であり、本体２００１、音声出力部２００２、音声入力部２００
３、表示装置２００４、操作スイッチ２００５、アンテナ２００６で構成される。本願発
明は表示装置２００４等に適用することができる。
【０１３１】
図１４（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示装置２１０２、音声入力部２１
０３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６で構成される。本願
発明は表示装置２１０２に適用することができる。
【０１３２】
図１４（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体２２０１、
カメラ部２２０２、受像部２２０３、操作スイッチ２２０４、表示装置２２０５で構成さ
れる。本願発明は表示装置２２０５等に適用できる。
【０１３３】
図１４（Ｄ）はヘッドマウントディスプレイであり、本体２３０１、表示装置２３０２、
バンド部２３０３で構成される。本発明は表示装置２３０２に適用することができる。
【０１３４】
図１４（Ｅ）はリア型プロジェクターであり、本体２４０１、光源２４０２、表示装置２
４０３、偏光ビームスプリッタ２４０４、リフレクター２４０５、２４０６、スクリーン
２４０７で構成される。本発明は表示装置２４０３に適用することができる。
【０１３５】
図１４（Ｆ）はフロント型プロジェクターであり、本体２５０１、光源２５０２、表示装
置２５０３、光学系２５０４、スクリーン２５０５で構成される。本発明は表示装置２５
０３に適用することができる。
【０１３６】
以上の様に、本願発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用すること
が可能である。また、他にも電光掲示盤、宣伝公告用ディスプレイなどにも活用すること
ができる。
【０１３７】
【発明の効果】
本願発明はＡＭＬＣＤの画素マトリクス回路を構成する各画素の構造に関する発明である
。
【０１３８】
本発明の画素の構造におけるブラックマスクは、表示不良や素子特性劣化の原因となる電
磁波や光等から配線やスイッチング素子を保護するとともに、補助容量を形成する電極の
役目を果たしている。
【０１３９】
また、画素電極のパターニング工程において、位置ズレが生じても補助容量は殆ど変化し
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ないため、各画素の容量のバラツキをなくすことが可能である。
【０１４０】
そして、本発明を実施することで凹凸を故意に形成し、画素に発生するディスクリネーシ
ョンの発生位置を制御し、ディスクリネーションを効率よく隠すブラックマスクの占有面
積を縮小化することが可能である。
【０１４１】
本発明の構成とすることで、各画素における有効画素領域、即ち、有効画素面積が大幅に
拡大され、実質的な画像表示領域が増加する。そして、より高精細なＬＣＤディスプレイ
においても高いコントラストを実現することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　本発明の作製工程の１例を示す図。
【図２】　　実施例１における作製工程図
【図３】　　実施例１における作製工程図
【図４】　　実施例１における作製工程図
【図５】　　実施例１における作製工程図
【図６】　　実施例１における作製工程図
【図７】　　実施例１における作製工程図
【図８】　　実施例２における画素断面構造図
【図９】　　実施例３における作製工程図
【図１０】　　実施例４における画素断面構造図
【図１１】　　実施例５における画素断面構造図
【図１２】　　実施例７における画素断面構造図
【図１３】　　ＡＭＬＣＤの構成を示す図
【図１４】　　本願発明のＡＭＬＣＤを搭載した電子機器を示す図
【符号の説明】
１０１　　　　　　第２層間絶縁膜（有機性樹脂）
１０２　　　　　　ブラックマスク膜
１０３　　　　　　無機膜
１０４　　　　　　ブラックマスク
１０５　　　　　　無機層
１０６、１０８　　レジスト
１０７　　　　　　第３層間絶縁膜
１０９　　　　　　画素電極
１１０　　　　　　補助容量
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(20) JP 3980156 B2 2007.9.26



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０５－０５３１３５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－１６００１４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０１０５８１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１３８４８４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１６０９０２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－３３７４３６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２３４２３９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G02F   1/1368

(21) JP 3980156 B2 2007.9.26


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

